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청

청  1 

 식 1에 나타난  같 ,

식 1  시 는    체  식 2  시 는  재 는 미  

 포 는 산  수 액에, 식 3  시 는  시킨 액  비  다 , 상  산  수

액에 가  시킨 후,  첨가 여  료 고 여과 여 식 2, 4  5  시 는 

 재 는 고체  얻는 단계(단계 1);

상  단계 1에  식 2, 4  5  시 는  재 는 고체  매에 산시키고, 고체  재

는 식 2  시 는  여과 여, 매에 어 는 식 4  5  시 는 

택  얻고 감압 여 식 4  5  시 는  재 는 고체  얻는 단계(단계 2); 

상  단계 2에  얻  식 4  5  시 는  재 는 고체  여 식 4  시 는 

 택  얻는 단계(단계 3); 

상  단계 3에  얻  식 4  시 는  산  건에  가수 여 식 1  시 는 

 얻는 단계(단계 4);  포 는 식 1  시 는  고순도  는 :

[ 식 1]

(상  식 1에 , 

R   상 , R
1
(C=O)- 고,

L  탈 , 겐 또는 -O(C=O)R
1

고,

R
1

 (CH3)3C-O- 또는 CH3(CH2)n- 고,

등록특허 10-1511235

- 3 -



n  1-10  수 다).

청  2 

1 에 어 , 

상  단계 1  산  수 액  산(acid)  아 트산, 염산  산  루어진  택 는 1  것

 특징  는 .

청  3 

1 에 어 , 

상  식 3  시 는  다 -tert- 틸다 카보 트, 다 -알릴다 카보 트, 다 - 질다

카보 트,  아 틱안 드라 드,  타 안 드라 드,  헥사 안 드라 드,

헵타 안 드라 드,  아 틸  클 라 드,  타 클 라 드,  타 브 마 드,  헥사 클 라 드,

헥사 브 마 드, 헵타 클 라 드, 헵타 브 마 드, 클 라 드,  루 닐 시카보닐 클

라 드  질 클 포 트  루어진  택 는 1  것  특징  는 .

청  4 

1 에 어 ,

상  단계 1  액  매는 1,4-다 산, 다 에틸에 , 트라 드 퓨란, 다 클 탄  클

포  루어진  택 는 1  것  특징  는 .

청  5 

1 에 어 ,

상  단계 2  매는 아 , 틸에틸 , 다 에틸에 , 1,4-다 산, 트라 드 퓨란, 다 클

탄  클 포  루어진  택 는 1  것  특징  는 .

청  6 

1 에 어 ,

상  단계 4  산  건  루 아 트산, 염산  산  루어지는  택 는 1  산

첨가 는 것  특징  는 .

청  7 

1 에 어 ,

상  단계 4  과  후에 다 클 탄, 클 포 , 다 에틸에   에틸아 트  루어지는 

 택 는 1  매  여 식 1  시 는  고 는 단계   포

는 것  특징  는 .

청  8 
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삭

청  9 

삭

 

 술  야

본  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  고순도  는 에  것 다.[0001]

 경  술

래, 안트라  재  살 재나 보 안 , 도료 등 에, 에폭시 수지나 카본블랙   원료, 안트라[0002]

퀴  염료   원료 등  다양  도에 고 다. 또 , 안트라   3개   다

  에,  경도, 탄 도  , 고 , 고  등  특징에 , 사

에  π 가 여  는 등   특  가지고 다(특허 헌 1). 러  특  가가

치  여 가   도  , 안트라  다양   개가 시험 고 다. 지 지도 각

안트라  도체가 다 에 걸친 술 야에  가가치가  재료  개 고 다.

 들 , 안트라  9, 10 치에 ( 타)아크릴 트  도 고,   , 래다 컬[0003]

 감  는 경  폴리 나(특허 헌 2),  수능 나 난연  가지는 폴리 (특허

헌 3)   수 다.

또 , 포 지스트  야에 어 도, 안트라  사 고, 고감도, 고 상 , 고에칭내 , 승  등[0004]

 가지는 감 사  수지 (특허 헌 4) 나, 지스트 수지  믹싱  지 는 사 지막 등

 얻  수 다(특허 헌 5).

나아가, 안트라   수  재료 또는  재료  여,  감 체(OPC),  트 루미 스 ,[0005]

 태양 지,   다 드 등  도  도 고 다(특허 헌 6).

또 , 안트라  고  가진다는 특징  살 ,  재료   에, 고  재료,  재[0006]

료  감 색  등  고, 에  간  늬  는 그램  재료  도 지

고 다(특허 헌 7).

 같 , 안트라 계   다양 , 다 에 걸친  개  가능 게 는  가지고[0007]

는 에  특  주 고 다. 라 , 재료  고 능 나 새 운 특  여  가능 게 는 신규  안트

라  골격  가지는  개  게 루어지고 다.

상  "안트라  골격  가지는 "  질  에 나타낸  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트[0008]

라  리 사 고 어   순도  량 생산    개   실 다.
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                   [0009]

비특허 헌 1에 는 2,6-다 아미 안트라퀴   질  여 아연 매 에 수산 나트  수 액 건[0010]

 원 시키 , 2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라   2,6-다 아미 안트라   개시

어 다. 

그러나, 상  건  원   질  2,6-다 아미 안트라퀴   매에  낮  도  낮[0011]

  ,   2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  생 지 않고 40-50% 도

  질  남아 게 다.

라 ,  결 후 2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라 만  고순도  는 과  다.[0012]

에, 본 들  2,6-다 아미 안트라퀴 ( , " 식 2"  시 )   질  여, 아연 원[0013]

에 원 시 , 식 2  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라 ( , " 식 1"  시 )  

는 래 에 , 식 1  시 는 만  택  는 에  것 , 식 1 

2  시 는  도 차 에 는 아민   여 식 1  시 는 에

만 매에   는 도 상  택  도 시킴 ,  과  통  식 1  

시 는 만  고순도   수 는 것  알아내고 본  다.

술 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 민  공개특허  2012-0086320  [0014]

(특허 헌 0002) 본 공개특허  2007-99637  공보 

(특허 헌 0003) 본 공개특허  2008-1637  공보  

(특허 헌 0004) 본 공개특허  2005-346024  공보  

(특허 헌 0005) 본 공개특허  평7-82221  공보 

(특허 헌 0006) 본 공개특허  2009-40765  공보 

(특허 헌 0007) 본 공개특허  평9-328534  공보 

비특허 헌

(비특허 헌 0001)  Tetrahedron Letters, 52, (2011), 5083-5085 [0015]

(비특허 헌 0002)  J.Chem.Soc.,Chem. Commun., (1993) 519-520 

 내

결 는 과

본   2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  고순도  는  공 는  다.[0016]

본  다   상  에  는 2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  포 는 [0017]

 연막  공 는  다.
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본  또 다   상  에  는 2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  포 는[0018]

연 층 (FMCL, flexible metal-clad laminate film)  공 는  다.

과  결 수단

상   달  여, [0019]

본   식 1에 나타난  같 ,[0020]

식 1  시 는    체  식 2  시 는  재 는 미  [0021]

 포 는 산  수 액에, 식 3  시 는  시킨 액  비  다 , 상  산  수

액에 가  시킨 후,  첨가 여  료 고 여과 여 식 2, 4  5  시 는 

 재 는 고체  얻는 단계(단계 1);

상  단계 1에  식 2, 4  5  시 는  재 는 고체  매에 산시키고, 고체  재[0022]

는 식 2  시 는  여과 여, 매에 어 는 식 4  5  시 는 

택  얻고 감압 여 식 4  5  시 는  재 는 고체  얻는 단계(단계 2); 

상  단계 2에  얻  식 4  5  시 는  재 는 고체  여 식 4  시 는 [0023]

 택  얻는 단계(단계 3); 

상  단계 3에  얻  식 4  시 는  산  건에  가수 여 식 1  시 는 [0024]

 얻는 단계(단계 4);  포 는 식 1  시 는  고순도  는  공 다:

[ 식 1][0025]

[0026]

(상  식 1에 , [0027]

R   상 , R
1
(C=O)- 고,[0028]

L  탈 , 겐 또는 -O(C=O)R
1

고,[0029]

R
1

 (CH3)3C-O- 또는 CH3(CH2)n- 고,[0030]
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n  1-10  수 다).[0031]

또 , 본  상  에  는  식 1  시 는  포 는  [0032]

연막  공 다:

[ 식 1][0033]

.[0034]

나아가, 본  상  에  는  식 1  시 는  포 는 연 층[0035]

(FMCL, flexible metal-clad laminate film)  공 다:

[ 식 1][0036]

.[0037]

 과

본 에   2,6-다 아미 안트라퀴 ( , " 식 2"  시 )   질  여, 아연 매[0038]

에 원 시 , 식 2  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라 ( , " 식 1"  시 )  

는 래 에 , 식 1  시 는 만  택  는 에  것 , 식 1 

2  시 는  도 차 에 는 아민   여 식 1  시 는 에

매에   는 도 상   택  도 시킴 ,  과  통  식 1

시 는  고순도  얻  수 는 과가 다.

도  간단  

도 1   1에  얻  식 1  2  시 는  에  1H NMR(DMSO-d6) 그래 다.[0039]

도 2는 실시  1  단계 2에  얻  식 4  5  시 는  에  1H NMR(DMSO-d6) 그래

다.

도 3  실시  1  단계 3에  얻  식 4  시 는 에  1H NMR(DMSO-d6) 그래 다.

도 4는 실시  1  단계 3에  얻  식 4  시 는 에  원  결과 다.

도 5는 실시  1  단계 4에  얻  식 1  시 는 에  1H NMR(DMSO-d6) 그래 다.

도 6  실시  1  단계 4에  얻  식 1  시 는 에  원  결과 다.

 실시   체  내

, 본 에 여 상  다.[0040]

본  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  고순도  는  공 다.[0041]

체 , 본   식 1에 나타난  같 ,[0042]

식 1  시 는    체  식 2  시 는  재 는 미  [0043]
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 포 는 산  수 액에, 식 3  시 는  시킨 액  비  다 , 상  산  수

액에 가  시킨 후,  첨가 여  료 고 여과 여 식 2, 4  5  시 는 

 재 는 고체  얻는 단계(단계 1);

상  단계 1에  식 2, 4  5  시 는  재 는 고체  매에 산시키고, 고체  재[0044]

는 식 2  시 는  여과 여, 매에 어 는 식 4  5  시 는 

택  얻고 감압 여 식 4  5  시 는  재 는 고체  얻는 단계(단계 2); 

상  단계 2에  얻  식 4  5  시 는  재 는 고체  여 식 4  시 는 [0045]

 택  얻는 단계(단계 3); 

상  단계 3에  얻  식 4  시 는  산  건에  가수 여 식 1  시 는 [0046]

 얻는 단계(단계 4);  포 는 식 1  시 는  고순도  는  공 다:

[ 식 1][0047]

[0048]

상  식 1에 , [0049]

R   상 , R
1
(C=O)- 고,[0050]

L  탈 , 겐 또는 -O(C=O)R
1

고,[0051]

R
1

 (CH3)3C-O- 또는 CH3(CH2)n- 고,[0052]

n  1-10  수 다.[0053]

람직 게는, R  R
1
(C=O)- 고,[0054]

L  -O(C=O)R
1 

고,[0055]

R
1

 (CH3)3C-O- 다.[0056]
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, 본 에  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라  고순도  는 에 여 단계별[0057]

상  다.

본 에  에 어 , 식 1  시 는    체  식 2  시 는 [0058]

 재 는 미   포 는 산  수 액에, 식 3  시 는  시킨 

액  비  다 , 상  산  수 액에 가  시킨 후,  첨가 여  료 고 여과 여 

식 2, 4  5  시 는  재 는 고체  얻는 단계 다.

여 , 상  산  수 액  산(acid)  아 트산, 염산, 산 등  사  수 고, 아 트산  사 는 것[0059]

람직 다.

또 , 상  식 3  시 는  다 -tert- 틸다 카보 트, 다 알릴다 카보 트, 다 질[0060]

다 카보 트, 아 틱안 드라 드, 타 안 드라 드, 헥사 안 드라 드, 헵타 안 드라

드,  타 클 라 드,  타 브 마 드,  헥사 클 라 드,  헥사 브 마 드,

헵타 클 라 드, 헵타 브 마 드, 클 라 드, 루 닐 시카보닐 클 라 드, 질 클

포 트 등  사  수 고, 다 -tert- 틸다 카보 트, 헥사 클 라 드 또는 헵타 클 라 드

사 는 것  람직 고, 다 -tert- 틸다 카보 트  사 는 것  욱 람직 다.

나아가, 상  액  매는 에 악  미치지 않는 것 라   없  사  수 나, 1,4-다[0061]

산, 다 에틸에 , 트라 드 퓨란, 다 클 탄, 클 포  등  사  수 고, 1,4-다 산

사 는 것  람직 다. 또 , 상  단계 1  실 에  수  수 다.

여 , 식 2  시 는  도가 큰  가 어 2  6 치  아민  친[0062]

감 시키므 , 식 3  시 는  "R"  도 는   낮아  식 2  시 는

 그  재 거나, "R" 가 도  식 5  시 는  량  생  수 다.

, 식 1  시 는  도가 큰  가 없어 2  6 치  아민  친[0063]

지 므  식 3  시 는  "R"  도 는   아 "R" 가 도  식 4

 시 는  생 는  식 5  시 는 보다  비  생 다(도 2   2 참 ).

본 에  에 어 , 단계 2는 상  단계 1에  식 2, 4  5  시 는  재 는 고[0064]

체  매에 산시키고, 고체  재 는 식 2  시 는  여과 여, 매에 어

는 식 4  5  시 는  택  얻고 감압 여 식 4  5  시 는  

재 는 고체  얻는 단계 다.

여 , 상  매는 식 4  5  시 는 만  택  시킬 수 는 매라  [0065]

 없  사  수 나, 아 , 틸에틸 , 다 에틸에 , 1,4-다 산, 트라 드 퓨란, 다 클

탄, 클 포  등  사  수 고, 아  또는 다 에틸에  사 는 것  람직 다.

여 , 식 4  5  시 는  "R" 는  매에  도  상시키는 역  다. , 상[0066]

술   같 , 식 2  시 는 보다 식 1  시 는 에 상  식 3  시 는

 "R" 가 택  도 는 원리  여, "R" 가 도 지 않  식 2  시 는 

과 에   매에  도가 낮아 고체  재 므 ,  매에  도가 상 는 식

4  5  시 는   매  여 택   수 는 것 다.

본 에  에 어 , 단계 3  상  단계 2에  얻  식 4  5  시 는  재 는[0067]

고체  여 식 4  시 는  택  얻는 단계 다.

여 , 상  는 컬럼크 마 그래 , 재결 , 승  결  등과 같  래    사  수 다.[0068]

본 에  에 어 , 단계 4는 상  단계 3에  얻  식 4  시 는  산  건에[0069]

가수 여 식 1  시 는  얻는 단계 다.
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여 ,  산  건  식 4  시 는 에  "R"  시 는  상  거  수 는 산[0070]

(acid) 라   없  사  수 나, 루 아 트산, 산, 염산 등  사  수 고, 루 아

트산  사 는 것  람직 다.

가 , 상  단계 4  과  후에 순도  욱 상시키   , 다 클 탄, 클 포 , 다[0071]

에틸에 , 에틸아 트 등  여 식 1  시 는  고 는 단계   포

수도 다.

여 , 상  는 컬럼크 마 그래 , 재결 , 승  결  등과 같  래    사  수 다.[0072]

또 , 본  상  에  는  식 1  시 는  포 는  [0073]

연막  공 다:

[ 식 1][0074]

.[0075]

본 에  에  는 상  식 1  시 는  포 는  연막[0076]

스 ,  , 크  린  또는 에 여  수 나, 에 는 것  아니다.

상   연막  고 에  지 않고, 안  태  지  뿐만 아니라, 낮  [0077]

통  우수   연특  가지므  고 도집 (LSI:Large Scale Integration), 시스  고 도 집

(LSI),  DRAM,  SDRAM,  RDRAM, D-RDRAM  등  도체  층간 연막, 도체  층간 캡 막(capping

layer), 드 마스크막(hard mask layer), 에치스톱막(etch stop layer) 등  도  사  다.  에

여러 도  보 막  연막 도 사 가능 ,  들 , 도체   막 등에 사  수 다.

나아가, 본  상  에  는  식 1  시 는  포 는 연 층[0078]

(FMCL, flexible metal-clad laminate film)  공 다:

[ 식 1][0079]

.[0080]

본 에  에  는 상  식 1  시 는  포 는 연 층 (FMCL)[0081]

 통상  도   루어진  재상에 식 1  시 는  포 는 폴리 미드 체

 간체 들  도포 고 당업계에 공지  경 에 라,  들어 약 80℃ 내지 400℃  도 

 단계  가열 여 열  폴리 미드 시    상에 폴리 미드 체  층시  폴리

미드 체  포 는 연 층 (FMCL)   수 다.

상술   같 , 본 에   2,6-다 아미 안트라퀴 ( , " 식 2"  시 )   질[0082]

 여, 아연 매 에 원 시 , 식 2  2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라 ( , "

식 1"  시 )  는 래 에 , 식 1  시 는 만  택  는 에 

것 , 식 1  2  시 는  도 차 에 는 아민   여 식 1

 시 는 에 매에   는 도 상   택  도 시킴 ,  과

 통  식 1  시 는  고순도  얻  수 는 과가 다.

, 본  실시 에  상  다.[0083]
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단,  실시 는 본  시 는 것  뿐, 본  내   실시 에 는 것  아니다.[0084]

<  1> 2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라   [0085]

[0086]

2 L 삼  에 식 2  시 는 2,6-다 아미 -9,10-안트라퀴  (20 g, 84 mmol), 아연 (80 g, 1224[0087]

mmol)   (140 mL)  주 고, 90℃ 지 가열  후 28% 암 니아수 (600 mL)  72시간 동안 가  

다. 그 후, 실 지 냉각 고, 여과 여 얻  고체  건 다. 건  고체  다 틸

포 아마 드 (400 mL)에 어  실 에  1시간 고, 여과 여  거 다. 여액  에 가

여 생  고체  여과 여 리 고,  척 건 여 미 고 남  식 2  시 는 2,6-다 아미

-9,10-안트라퀴 과 식 1  시 는 2,6-다 아미 -9,10-다 드 안트라    고

(15  g)  얻었다.   고  
1
H-NMR(도  1  참 )  여  각   게  몰수

산 , 그 결과    1에 나타내었다.

 1

[0088] 식 2  식 1  

1H-NMR 상  몰비 1 1.2

량 238 210

게 {1/(1+1.2)}× 238 = 107 {1.2/(1+1.2)} × 210 = 116

게비 107/(107+116) = 0.48 1 - 0.48 = 0.52

산 게(g) 15  ×0.48 = 7.2 g 15 -  0.48 = 7.8 g

산 몰 수 30 mmol 37 mmol

<실시  1> 2,6-다 아미 -9,10-다 드  안트라  [0089]

단계 1:  상  도[0090]

[0091]

3  에 10%  산 (80  mL)  주 고, 상   1에  얻  식 1  시 는 2,6-다 아미 -[0092]

9,10-다 드 안트라 (4.2  g, 20  mmol)  식 2  시 는 2,6-다 아미 안트라퀴(3.8 g, 16 mmo

l)  (8 g)  시킨 후,  매에   상시키   식 3  시 는 다 -
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tert- 틸다 카보 트(17.4 g, 79 mmol)  시킨 1,4-다 산 액  가 다. 다 , 식 1

시 는    매에   상 ( 틸카보 트 (Boc-))가 도  식 4  시

는   지 실 에  24시간 동안  다 , (20 mL)  첨가 여  료 고 여과

여, 식 2, 4  5  시 는  재 는 고체  얻었다.

단계 2: 식 4  5  시 는  [0093]

[0094]

상  단계 1에  얻  식 2, 4  5  시 는  재 는 고체  아 (400 mL)에 산시키고 1[0095]

시간 동안  후 여과 여 고체  재 는 식 2  시 는 (2.7 g)  식 4  5  시

는  어 는 아  액  리 다. 

상  과 에 , 아  매에 지 않고 고체  재 는 질  식 2  시 는 라는 것[0096]

1H NMR(DMSO-d6)  다. 

식 4  5  시 는  틸카보 트 (-Boc)는 아 에  도  상시키는 역  므[0097]

 틸카보 트 (-Boc)가 도 지 않  식 2  시 는  아 에  도가 낮아 고체

 재 게 고, 틸카보 트 (-Boc)가 도 어 아 에  도가 상  식 4  5  시

는 만  택   수 었다.

나아가, 상 에  아 에 어 는 식 4  5  시 는  액  감압 여 10 g  고[0098]

 얻었고, 그 결과  도 2   2에 나타내었다.

도 2는 실시  1  단계 2에  얻  식 4  5  시 는  에  1H NMR(DMSO-d6) 그래[0099]

다.

 2

[0100]

생 비

식 4 식 5

2.8 상 1.0 
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상   2는 도 2  1H NMR(DMSO-d6) 그래  상에  식 4  5  시 는  생  비  계산 여[0101]

나타내었다. 

도 2  상   2에 나타난  같 , 식 2  시 는  도가 큰  가 [0102]

어 2  6 치  아민  친  감 시키므 , 식 3  시 는  틸카보 트 (-Boc)  도

는   낮아  식 2  시 는  그  재 거나, 틸카보 트 (-Boc)가 도

 식 5  시 는  량 생 었다.

또 , 식 1  시 는  도가 큰  가 없어 2  6 치  아민  친[0103]

지 므  틸카보 트 (-Boc)  도 는   아 틸카보 트 (-Boc)가 도  식

4  시 는   식  5  시 는  에  비  약  2.8   상  비  생  것  알  수

었다.

단계 3: 식 4  시 는  [0104]

[0105]

상  단계 2에  얻  고체  컬럼크 마 그래  여, 원   결과, 탄 (C)  계산값과 측[0106]

값  비 여 99% 상  순도  식 4  시 는 (5.7 g, 70%)  얻었고, 그 결과  도 3  도

4에 나타내었다.

도 3  실시  1  단계 3에  얻  식 4  시 는 에  1H NMR(DMSO-d6) 그래 다.[0107]

도 4는 실시  1  단계 3에  얻  식 4  시 는 에  원  결과 다.[0108]

1
H-NMR (300 MHz, dmso-d6): δ 9.21 (s, 2H), 7.42-7.41 (d, 2H), 7.24-7.20 (dd, 2H), 7.18-7.15 (d, 2H),[0109]

3.76 (s, 4H), 1.47 (s, 18H);

원 (Elemental Analysis): (계산값) C 70.22, H 7.37, N 6.82; (측 값) C 70.69, H 7.10, N 6.44.[0110]

단계 4:  상  거[0111]

[0112]
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3  에 다 클 탄(30 mL)  주 고 상  단계 3에   식 4  시 는 (5 g, 12[0113]

mmol)  시킨  다 ,   상 ( 틸카보 트 (Boc-))  거  ,  트라 루  아 트산

(TFA, 1.8 mL, 24 mmol)  첨가 고 가수  지 여  결 다. 다 , 10% 듐

카보 트(NaHCO3) 수 액  가 여 pH 7  시키고, 다 클 탄  여 얻  층  마그 슘

트(MgSO4)  건 고, 감압  후 승  여 원   결과 탄 (C)  계산값과 측 값

 비 여 99% 상  순도  식 1  시 는 (1.8 g, 71%)  얻었다. 그 결과  도 5  도 6에

나타내었다.

도 5는 실시  1  단계 4에  얻  식 1  시 는 에  1H NMR(DMSO-d6) 그래 다.[0114]

도 6  실시  1  단계 4에  얻  식 1  시 는 에  원  결과 다.[0115]

1
H-NMR (300 MHz, dmso-d6): δ 6.91-6.89 (d, 2H), 6.48-6.47 (d, 2H), 6.38-6.35 (dd, 2H), 3.56 (s, 4H);[0116]

원 (Elemental Analysis): (계산값) C 79.97, H 6.72, N 13.32; (측 값) C 79.49, H 6.78, N 12.89.[0117]

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6
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